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緒言：レジストの除去には、一般に、有害な薬品が用いられており、環境負荷が課題となってい

る。我々はこれまで水素ラジカルを用いたレジスト除去方式を検討してきた。水素ラジカル生成

雰囲気を減圧することで除去速度が向上することを明らかにした。一方で、除去速度の圧力依存

性の把握は不十分であった。そこで、今回、除去速度と圧力の関係を詳細に調べたので報告する。 

実験：水素（100 sccm）をチャンバーに供給し、チャンバー内圧が 0.35～40 Paの範囲になるよ

うに排気量を調整した。直流電源で触媒体(タングステン製フィラメント)を 2000°Cに通電加熱し

て水素ラジカルを生成した。これを触媒体から 100 mm下方に設置した Si基板（レジスト塗布、

0.80 µm厚）に照射し、レジストを分解・除去した。レジストには、ノボラック系ポジ型レジス

ト（OFPR-800）を用いた。熱収縮による除去速度への影響を無くすために 300℃で 5 分間の追

加ベークをした。基板温度は 30～300°Cまで変化させた。 

結果と考察：図 1に 40 Paの時の基板温度と除去速度の時間変化を示す。図 1より、基板温度が

上昇すると除去速度も速くなることが分かった。図 2に基板温度 250°Cの時の除去速度の圧力依

存性を示す。図 2より、除去速度は 1.0 Paまで増加しそれを超えると減少することが分かった。

1.0 Pa以下で除去速度が遅いのは、水素濃度が低くラジカルの生成量が少なく分解反応が起こり

にくくなったためと考えられる。1.0 Pa以上で除去速度が遅いのは、ラジカルの運動エネルギー

が水素分子との衝突によって減少し、分解反応が進みにくくなったためと考えられる。 
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Fig. 1. Substrate temperature and removal rate as a function of 
the hydrogen radical irradiation time. 

Fig. 2. Removal rate as a function of H2 pressure. 

Substrate temperature：250℃ 
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